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is exceeded and the overvoltage of a material (22) such as tantalum on which no deposition is to be made is not reached.

005/057643 A1 | 0001 0 OO0 0 D O O A
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Beschreibung

Verfahren zum Abscheiden, insbesondere auf Kupfer, und integ-

rierte Schaltungsanordnung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abscheiden auf Kup-
fer oder einer Kupferlegierung, insbesondere in integrie;:ten
Schaltungsanordnungen. Das Kupfer bzw. die Kupferlegierung
wird bspw. mit einem galvanischen Verfahren in Offnungen
einer Maske strukturiert aufgebracht. AnschlieBend soll auf
das Kupfer eine elektrisch leitfdhige Hilfsschicht aufge-
bracht werden, bspw. um das Kupfer vor der Oxidation an der
Luft zu schiitzen oder um eine elektrisch leitende Verbindung

besser befestigen zu kdnnen.

Wirde man die Hilfsschicht bei noch vorhandener Maske mit
einem galvanischen Verfahren aufbringen, so wdren nur die
freiliegenden Deckflédchen des Kupfers bedeckt, nicht aber
dessen Seitenwidnde bzw. Seitenflanken. Wird dagegen die Maske
vor dem Aufbringen der Hilfsschicht entfernt und wird die
elektrisch leitfdhige Hilfsschicht ohne weitere MaBnahmen,
bspw. bei ganzfldchigen Abscheidung, aufgebracht, so muss die
Hilfsschicht mit einem zus&tzlichen fotolithografischen
Schritt strukturiert werden, um Kurzschliisse zwischen den

Kupferbereichen zu vermeiden.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein einfaches Verfahren zum
Abscheiden auf Kupfer anzugeben, das insbesondere keine zu-
satzlichen fotolithografischen Schritte erfordert und mit dem
sich das Abscheidematerial in hoher Qualitdt und mit im Ver-
gleich zu aubenstromlosen Abscheideverfahren hoher Abscheide-
geschwindigkeit abscheiden ldsst. AuRerdem soll eine integ-

rierte Schaltungsanordnung angegeben werden.

Die auf das Verfahren bezogene Aufgabe wird durch ein Verfah-

ren mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Verfahrensschrit-
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ten geldst. Weiterbildungen sind in den Unteranspriichen ange-

geben.

Bei dem erfindungsgemdfen Verfahren werden die folgenden
Schritte ausgefiihrt:
- Ausbilden eines bei einem selektiven Abscheiden mit einem
Abscheidematerial nicht zu beschichtenden Materials an einem
Substrat,
- Ausbilden eines bei dem selektiven Abscheiden mit dem Ab-
scheidematerial zu beschichtenden Materials an dem Substrat,
- wobei sowohl das nicht zu beschichtende Material als auch
das zu beschichtende Material elektrisch leitfahig sind,
- Durchfithren eines selektiven galvanischen Verfahrens,
- bei dem das nicht zu beschichtende Material und das zu
beschichtende Material einer Elektrolytldsung ausgesetzt
werden,
- bei dem das nicht zu beschichtende Material und das zu
beschichtende Material als Kathode geschaltet werden,
- bei dem als Abscheidematerial ein Material verwendet
wird, das kein Kupfer enthdlt oder dessen Kupferanteil
kleiner als fiinf Atomprozent ist,
- und bel dem zwischen mindestens einer Anode und der Ka-
thode eine Abscheidespannung mit einem Wert angelegt
wird, der eine Abscheidung des Abscheidematerials auf dem
zu beschichtenden Material bewirkt,
und wobei als nicht zu beschichtendes Material ein Material
gewdhlt wird, auf dem bei der angelegten Abscheidespannung
und der gewdhlten Elektrolytldsung kein Abscheidematerial
oder keine geschlossene Schicht des Abscheidematerials oder
nur eine Schicht mit einer Schichtdicke abgeschieden wird,
die kleiner als 20 Prozent oder kleiner als 10 Prozent der
Schichtdicke der auf dem zu beschichtenden Material abge-

schiedenen Schicht ist.

Das Abscheiden einer iber eine Waferhauptfldche geschlossenen
Schicht soll mdéglichst vermieden werden. Entsteht aber bspw.

zum Ende oder wdhrend des selektiven Galvanisierens hin, in
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mindestens einem Teilbereich eine geschlossene in ihrer Dicke
im Vergleich zu der auf dem zu beschichtenden Material abge-
schiedenen Schicht stark reduzierte Schicht, so wird diese
durch einen nasschemischen oder trockenchemischen Riickitz-
schritt ohne Verwendung eines fotolithografischen Verfahrens
entfernt. Beim Rilickdtzen wird das Abscheidematerial vollst&n-
dig von dem nicht zu beschichtenden Material entfernt. Die
abgeschiedene Schicht auf dem zu beschichtenden Material wird
beim Riick&dtzen etwas gediinnt, verbleibt im Ubrigen aber auf

dem zu beschichtenden Material.

Werden zwar Ablagerungen aber keine geschlossene Schicht auf
den nicht zu beschichtenden Bereichen gebildet, so k&nnen die
Ablagerungen bspw. beim Entfernen der nicht zu beschichtenden
Schicht entfernt werden. Die Ablagerungen haben bspw. eine
grobte Ausdehnung kleiner als 1 Mikrometer oder kleiner als
200 Nanometer, so dass keine Kurzschliisse zwischen den zu

besichtenden Materialstrukturen gebildet werden.

Weil als Abscheidematerial ein Material verwendet wird, das
kein Kupfer enthdlt oder dessen Kupferanteil kleiner als fiinf
Atomprozent ist unterliegt dieses Material selbst zunichst
nicht den Angriffen, denen Kupfer ausgesetzt ist. Als Ab-
scheidematerial l&sst sich insbesondere ein chemisch passi-
vierendes und ein leicht bondbares Material wihlen. Die Pas-
sivierung bzw. die leichte Bondbarkeit ergeben sich bspw.
durch eine nur geringe Oxid oder Schutzschicht, die insbeson-
dere auch elektrisch isolierend sein kann, auf einem im iibri-
gen elektrisch leitfidhigen Abscheidematerial.

Die Erfindung beruht auf der Uberlegung, dass jede elektro-
chemische Reaktion mit AuBenstrom aus mehreren Teilvorgidngen
besteht, die auch die Ursache einer Uberspannung an einer
Elektrode ist, an der nur eine elektrochemische Reaktion
ablduft. Laufen an der Elektrode mehrere elektrochemische
Reaktion ab, so wird an Stelle einer Uberspannung von Polari-
sation gesprochen. Vor dem Erreichen der Uberspannung tritt
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kein Stromfluss und damit auch keine kontinuierliche Abschei-
dung auf. Die Uberspannung ergibt sich aus der Differenz von
angelegter Spannung beim Einsetzen eines Stromflusses und der
Gleichgewichtsgalvanospannung bzw. der Galvanospannung ohne
duBleren Stromfluss. Im Folgenden wird nicht mehr zwischen

Uberspannung und Polarisation unterschieden.

Die mit den Teilvorgingen verbundenen Uberspannungen lassen
sich abhéngig wvon dem am stdrksten gehemmten Teilvorgang
bspw. einteilen in:

- eilne Konzentrationsiiberspannung, die sich nochmals in eine
Diffusionsiiberspannung und eine Reaktionsiiberspannung eintei-
len ldsst, wobeil die Diffusionsiiberspannung dem Antransport
von Kationen entgegenwirkt und wobei die Reaktionsiiberspan-
nung bspw. durch der eigentlichen elektrochemischen Reaktion
vorgelagerte Reaktionen entsteht, z.B. eine Aufspaltung einer
Komplexverbindung,

- eine Durchtrittsiiberspannung, verursacht durch eine elekt-
rische Doppelschicht an der Kathode, wobei die Doppelschicht
bei der eigentlichen elektrochemischen Reaktion von Kationen
durchdrungen werden muss,

- eline Kristallisationsiliberspannung, hervorgerufen durch
Oberflachendiffusion und den Einbaus des Abscheidematerials
in das Kristallgitter an der Kathode und

- elne Widerstandsiiberspannung, verursacht durch einen ohm-

schen Spannungsabfall in der Elektrolytldsung.

Die Erfindung geht weiterhin von der Uberlegung aus, das bei
gleichen Galvanisierbedingungen fiir zwel unterschiedliche
Materialien die Kristallisationsiiberspannung den mafgeblichen
Einfluss auf die Ubergansspannung hat. Die Kristallisations-
tberspannung steigt u.a. mit:

- der Unterschiedlichkeit der Kristallgitter zwischen Katho-
denmaterial und Abscheidungsmetall, bspw. einerseits zwischen
dem Barrierenmaterial und dem Abscheidematerial, z.B. Zinn,
Silber oder Gold, sowie andererseits zwischen dem Leitbahnma-

terial Kupfer und dem Abscheidematerial,



10

15

20

25

30

35

WO 2005/057643 PCT/EP2004/052786

5

- mit der Feinkdrnigkeit der Unterlage, wobel eine groBe
Rauhigkeit zu vermeiden ist,

- der Zugabe wvon Inhibitoren zum Elektrolyten, d.h. durch die
Wahl geeigneter Additivsysteme.

Damit lassen sich die unterschiedlichen Kristallisationsiiber-
spannungen zweler voneinander verschiedener Kathodenmateria-
lien fiir eine selektive Abscheidung nutzen. Die zwischen
Anode und Kathode angelegte Galvanisierungsspannung muss fiir
eine Abscheidung gleich der Summe oder grdBer als die Summe
der Uberspannung des einen Kathodenmaterials und dessen
Gleichgewichtsgalvanospannung sein. Die angelegte Galvanisie-
rungsspannung muss zur Unterbindung einer Abscheidung dagegen
kleiner als die Summe der Uberspannung des anderen Kathoden-

materials und dessen Gleichgewichtsgalvanospannung sein.

So findet eine Abscheidung auf der nach einer Kupferkeimbil-
dungsschichtédtzung freiliegenden Barriereschicht aus bspw.
Tantal (Ta) oder Tantalnitrid (TaN) oder Wolframtitan (WTi)
nicht statt, weil der Wert der Kristallisationsiiberspannung
des abzuscheidenden Metalls, z.B. Zinn, zur Barriere hdher
ist als der Wert der Kristallisationsiiberspannung des abzu-
scheidenden Materials zu Kupfer und weil der Wert der ange-
legten Galvanisierungsspannung zwischen den maBgeblich durch
die beiden Kristallisationsiiberspannungen bestimmten Uber-

spannungswerten liegt.

Auf Grund der selektiven Abscheidung werden auch die Seiten-
flanken des Kupfers mit dem Abscheidematerial bedeckt. Eine
galvanische Abscheidung mit Auflenstrom ist auberdem in einer
vergleichsweise kurzen Abscheidezeit durchfithrbar. AuBerdem
ist die Prozessstabilitdt hoch, weil Elektrolytldsungen ohne

Reduktionsmittel nutzbar sind.

Bei einer Ausgestaltung sind das nicht zu beschichtende Mate-
rial und das zu beschichtende Material elektrisch leitfdhig

untereinander verbunden. Beispielsweise grenzen beide Materi-
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alien aneinander an. Beide Materialien koénnen bspw. mit glei-
chem Abstand zum Substrat in einer Ebene angeordnet sein.
Alternativ liegt ein Material auf einem Teilbereich des ande-

ren Materials unmittelbar angrenzend auf.

Bel einer Weiterbildung fihrt das nicht zu beschichtende
Material den Galvanisierungsstrom, insbesondere den gesamten
Galvanisierungsstrom. Damit l&sst sich der Galvanisierungs-
strom auf einfache Art won dem zu beschichtenden Material
wegfithren. Eine im Vergleich zu Kupfer geringere elektrische
Leitfahigkeit des nicht zu beschichtenden Materials ist ins-
besondere dann hinnehmbar, wenn nur eine diinne Schicht abge-
schieden werden soll, bspw. eine Schicht mit einer Schichtdi-

cke kleiner als zwei Mikrometer.

Bei einer Weiterbildung wird als Anode eine Elektrode ge-
schaltet, die das Abscheidematerial enthidlt oder aus dem
Abscheidematerial besteht. Alternativ wird als Anode eine
inerte Elektrode geschaltet, d.h. eine Elektrode, die sich
beim Galvanisieren nicht zersetzt, wobei das Abscheidemateri-
al als Salz oder als Salzlésung der Elektrolytldsung zuge-

setzt wird.

Bei einer ndchsten Weiterbildung wird das zu beschichtende
Material nach dem Ausbilden des nicht zu beschichtenden Mate-
rials ausgebildet. Bspw. wird das zu beschichtende Material
nach einer Abscheidung des nicht zu beschichtenden Materials

abgeschieden.

Bei einer anderen Weiterbildung wird das zu beschichtende

Material unter Verwendung einer Maske galvanisch abgeschie-
den. AnschlieBend wird die Maske entfernt. Erst danach wird
das selektive galvanische Verfahren ohne Maske durchgefiihrt.

Bei einer Weiterbildung werden die folgenden Schritte ausge-
fihrt:
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- Ausbilden einer ganzfldchigen elektrisch leitf&higen Wachs-
tumskeimbildungsschicht, die insbesondere aus Kupfer besteht
oder mindestens vierzig Atomprozent Kupfer enthdlt, nach dem
Ausbilden des nicht zu beschichtenden Materials und vor dem
Ausbilden des zu beschichtenden Materials,

- Entfernen der Wachstumskeimbildungsschicht in Bereichen,
die nicht von dem zu beschichtenden Material bedeckt sind,
nach dem Entfernen der Maske, wobeli das nicht zu beschichten-

de Material freigelegt wird.

Die Wachstumskeimbildungsschicht bzw. Seedlayer hat eine hohe
elektrische Leitfdhigkeit, so dass auch Schichten des zu
beschichtenden Materials mit einer grofen Schichtdicke unter
Verwendung von hohen Stromdichten schnell abgeschieden werden
kénnen. AuBerdem erhdht die Seedlayer die mechanische Haftung

der zu beschichtenden Schicht.

Bei einer Weiterbildung wird eine weitere beim selektiven
Galvanisieren nicht zu beschichtenden Materialschicht nach
dem Ausbilden des zu beschichtenden Materials und des nicht
zu beschichtenden Materials ausgebildet, vorzugsweise mit
einem galvanischen Verfahren. Damit wird bspw. auf einem
Vorsprung des zu beschichtenden Materials eine Deckfléche
abgeschieden. Nur die Seitenfladchen des Vorsprungs werden

dann beim selektiven Galvanisieren beschichtet.

Bel einer Weiterbildung bildet das zu beschichtende Material
einen Vorsprung, der iiber das nicht zu beschichtende Material
hinausragt. Alternativ liegen das zu beschichtende Material
und das nicht zu beschichtende Material in einer Ebene. Bei
einer dritten Alternative ist das zu beschichtende Material
etwas zuriickgesetzt, =z.B. um hdchstens 200 Nanometer. Beil der
zweiten Alternative und der dritten Alternative wird das zu
beschichtende Material vorzugsweise chemisch mechanisch po-
liert, wobei das nicht zu beschichtende Material als Po-

lierstoppschicht dient.
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Bei einer anderen Weiterbildung ist das Abscheidematerial ein
das zu beschichtende Material chemisch passivierendes Materi-
al. Besonders geeignete Abscheidematerialien sind Edelmetalle
oder Metalle die eine passivierende Oxidschicht an der Luft
bilden.

Andere Weiterbildungen betreffen das nicht zu beschichtende
Material, das bei einer Weiterbildung aus Tantal oder aus
Tantalnitrid besteht oder mindestens vierzig Atomprozent
Tantal enthdlt. Bei einer alternativen Weiterbildung besteht
das nicht zu beschichtende Material aus Wolfram oder Wolfram-—
titan bzw. enthdlt mindestens vierzig Prozent Wolfram. Bei
einer Ausgestaltung ist der Titananteil kleiner fiinfzehn
Prozent, bspw. zehn Atomprozent. Die genannten Materialien
lassen sich fiir die Herstellung von integrierten Halbleiter-
schaltungsanordnungen gut prozessieren und haben eine Barrie-

rewirkung gegen Kupferdiffusion.

Andere Weiterbildungen betreffen das Abscheidematerial. So
gilt alternativ:

- dass das Abscheidematerial Zinn ist oder Zinn enth&lt,

- dass das Abscheidematerial Silber ist oder Silber enth&lt,
- dass das Abscheidematerial Gold ist oder Gold enthidlt,

- dass das Abscheidematerial Nickel oder Nickelphosphor ist
oder Nickel enth&alt,

- dass das Abscheidematerial Palladium ist oder Palladium
enthdlt.

Bel einer nédchsten Weiterbildung wird nach dem selektiven
galvanischen Abscheiden des Abscheidematerials mindestens ein
welteres selektives galvanisches Abscheideverfahren mit einem
anderen Abscheidematerial durchgefiihrt. Beispielsweise werden
zwel weitere selektive galvanische Abscheideverfahren durch-
gefihrt. Bel einer Ausgestaltung wird eine Schichtenfolge aus
oben fiir das Abscheidematerial genannten Materialien erzeugt,

insbesondere nacheinander die folgenden Schichten:
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- eine Nickelschicht oder eine nickelhaltige Schicht, =z.B.
eine Nickelphosphorschicht, auf Kupfer, wobei sich eine diinne
ternidre Grenzschicht ergibt, die gute Eigenschaften bzgl.
der Verhinderung von Elektromigration bzw. Diffusion hat,

- danach eine Palladiumschicht oder eine palladiumhaltige
Schicht,

— danach eine Goldschicht oder eine goldhaltige Schicht.
Durch die Verwendung einer Schichtfolge werden auch die posi-
tiven Eigenschaften verschiedner Materialien kombiniert.

Beli einer anderen Weiterbildung wird als nicht zu beschich-
tendes Material ein Material gewdhlt, an dem sich das Ab-
scheidematerial bei der gewdhlten Elektrolytldsung erst bei
einer solchen Abscheidespannung als geschlossene Schicht
abscheiden wiirde, die die angelegte Galvanisierungsspannung
um mehr als 100 Millivolt oder um mehr als 200 Millivolt

iberschreitet, insbesondere betragsmibig.

Metalle lassen sich generell in die folgenden drei Gruppen
einteilen:

- normal reaktive Metalle mit sehr geringen Uberspannungen
kleiner als 10 Millivolt: Cadmium Cd, Quecksilber Hg, Blei
Pb, Zinn Sn, Thallium T1l, u.a.

- gehemmt reaktive Metalle mit mittleren Uberspannungen zwi-
schen 10 Millivolt und 100 Millivolt: Silber Ag, Gold Au,
Wismut Bi, Kupfer Cu, Antimon Sb, u.a.

- trdge Metalle mit hohem Uberspannungen zwischen 100 Milli-
volt und 1 Volt: Kobalt Co, Eisen Fe, Nickel Ni, Palladium
Pd, Platin Pt, Titan Ti, Rhenium Re, u.a.

Bei der Einteilung ist zu beachten, dass die angegebenen
Uberspannungen nur die GréBenordnung und nicht die genauen
Werte betreffen, da nur die GrdBenordnung der Uberspannung
von dem Metall bestimmt wird, an dem abgeschieden wird. Der
genaue Wert der Uberspannung hdngt u.a. vom Elektrolyten und
vom Abscheidematerial ab. Damit koénnen insbesondere Metalle
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an den Grenzen eines Bereiches auch dem angrenzenden Bereich

zugeordnet werden.

Eine grofie Selektivitdt l&sst sich dann erreichen, wenn das
zu beschichtende Material und das nicht zu beschichtende
Material aus verschiedenen Gruppen gewdhlt werden. Wird so-
wohl als zu beschichtendes Material als auch als nicht zu
beschichtendes Material ein trdges Metall gewdhlt, d.h. Me-
talle der dritten Gruppe, so sollte zwischen den Uberspannun-
gen der gewdhlten Metalle eine mdglichst grofe Uberspannungs-—

differenz bestehen.

Bel einer ndchsten Weiterbildung besteht die Elektrolytldsung
aus einer neutralen Ldsung, einer sauren LOsung oder aus
einer basischen L&sung, insbesondere aus einer abgesehen von
L&ésungsmittel zusatzstofffreien Lésung. Alternativ enthdlt
die Elektrolytldsung Zusdtze, die insbesondere mindestens
eine der folgenden Eigenschaften beeinflussen:

- die Oberfldchenrauheit des abgeschiedenen Materials,

- die Geschwindigkeit der Abscheidung,

- die Abscheidung an Feldspitzen an dem nicht zu beschichten-
den Material.

Bei einer Ausgestaltung ist die Elektrolytlésung frei von

einem Reduktionsmittel.

Die Erfindung betrifft auBerdem eine integrierte Schaltungs-
anordnung, die in der folgenden Reihenfolge mit zunehmendem
Abstand von einem Substrat enthdlt:

- eine elektrisch leitfidhige Leitbahn oder Anschlussplatte,

- eine elektrisch leitfidhige Grundschicht,

~ eine Kupferleitbahn, die aus Kupfer besteht oder Mindestens
vierzig Prozent Kupfer enthidlt.

Auberdem enthdlt die Schaltungsanordnung eine die Kupferleit-
bahn an der vom Substrat abgewandten Seite und an mindestens
einer Seitenfldche bedeckende elektrisch leitfidhige Hilfs-
schicht aus einem anderen Material als die Leitbahn und die
Grundschicht. Die Grundschicht ragt iiber die Seitenfliche
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hinaus, insbesondere verursacht durch ein nachtrdgliches
Strukturieren der Grundschicht nach dem Aufbringen der Hilfs-
schicht. Eine solche Schaltungsanordnung entsteht auch bei
der Durchfiihrung des erfindungsgemdBemn Verfahrens, so dass
die oben genannten technischen Wirkungen auch fir die Schal-

tungsanordnung gelten.

Im Folgenden wird die Erfindung an Hand der beiliegenden

Figuren erldutert. Darin zeilgen:

Figuren 1A und 1B Herstellungsstufen bei der Herstellung
einer integrierten Schaltungsanordnung.

Das Verfahren zum Herstellen einer integrierten Schaltungsan-
ordnung 10 beginnt ausgehend von einem Substrat 12, das z.B.
mehrere nicht dargestellte Metallisierungslagen und einen
halbleitenden Hauptkdrper aus z.B. Silizium enthdlt. Die
Metallisierungslagen enthalten jeweils eine Vielzahl von
Leitbahnen und Vias, die innerhalb einer Metallisierungslage
durch ein Intralagendielektrikum und zwischen benachbarten
Metallisierungslagen durch ein Interlagendielektrikum iso-
liert sind. Auf dem Hauptkérper aus Silizium sind eine Viel-
zahl von Halbleiterbauelementen ausgebildet, z.B. Feldeffekt-
transistoren einer Speicherschaltung oder eines Prozessors.

Wie in Figur 1A dargestellt ist, wird auf das Substrat 12
eine obere Aluminiumschicht 14 aufgebracht und unter Verwen-
dung eines fotolithografischen Verfahrens strukturiert, wobeil
ein Anschlusspad 16 erzeugt wird. Die Aluminiumschicht 14 und
auch das Anschlusspad 16 haben bspw. eine Dicke im Bereich
von 500 Nanometern bis zu zwel Mikrometern, im Ausfiithrungs-
beispiel von 500 Nanometern. Das Anschlusspad 16 hat bspw.
eine rechteckige oder quadratische Grundfliche. Eine Abmes-
sung des Anschlusspads 16 betrdgt bspw. etwa 80 Mikrometer.

Nach dem Strukturieren der Aluminiumschicht 14 wird eine
Passivierungsschicht 18 abgeschieden. Die Passivierungs-
schicht 18 hat bspw. eine Schichtdicke im Bereich von 500
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Nanometern bis zu zwel Mikrometern, im Ausfiihrungsbeispiel
von 500 Nanometern. Die Passivierungsschicht 18 enthalt bspw.
eine Oxidschicht und eine dariiber liegende Nitridschicht. Mit
Hilfe eines fotolithografischen Verfahrens werden in die
Passivierungsschicht 18 fiir eine obere Kupferlage 19 eine
Vielzahl von Aussparungen eingebracht, von denen in Figur 1A
eine Aussparung 20 dargestellt ist. Die Kupferlage 19 dient
bspw. der Umverdrahtung von jeweills einem zentralen Anschluss
auf mehrere Anschlussplatten 16. Die Kupferlage 19 ist bspw.
in einer Leistungsschaltanwendungen mit Schaltstrdmen grdéber
1 Ampere pro integriertem Schaltkreis enthalten. Die Ausspa-
rung 20 hat bspw. ebenfalls einen rechteckigen oder quadrati-
schen Querschnitt. Jedoch hat die Aussparung 20 einen kleine-
ren Durchmesser als das Anschlusspad 16. Im Ausfihrungsbei-
spiel betrdgt der Durchmesser der Aussparung 20 etwa 60 Mik-

rometer.

Nach dem Erzeugen der Aussparung 20 wird ganzfldchig eine
Tantal-Barrierenschicht 22 alternativ eine Tantalnitrid-
schicht aufgebracht, deren Schichtdicke bspw. im Bereich von
20 Nanometern bis zu 200 Nanometern liegt. Im Ausfiihrungsbei-
spiel hat die Barriereschicht 22 eine Schichtdicke von 50
Nanometern. Die Barriereschicht 22 wird bspw. aufgesputtert.

Nach dem Aufbringen der Barriereschicht 22 wird ganzfléchig
eine Kupferschicht 24 aus reinem Kupfer aufgebracht, z.B. mit
einem Kupferanteil grdfer als 98 Atomprozent. Die Dicke der
Rupferschicht 24 liegt bspw. im Bereich von 80 Nanometern bis
150 Nanometern. Im Ausfiihrungsbeispiel hat die Kupferschicht
24 eine Dicke von 100 Nanometern. Beispielsweise wird die

Kupferschicht 24 aufgesputtert.

Wie weiter in Figur 1A dargestellt ist, wird anschlieBend auf
die Kupferschicht 24 eine Resistschicht 26 aufgebracht, z.B.
eine Fotoresistschicht mit einer Schichtdicke von dreiBig
Mikrometern. Die Resistschicht 26 wird belichtet und entwi-
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ckelt, wobei oberhalb der Aussparung 20 eine Aussparung 28

flir eine Leitbahn entsteht.

Wie weiter in Figur 1A gezeigt ist, wird anschliefBend eine
Leitbahn 52 galvanisch abgeschieden, wobei gleich zu Beginn
eine hohe Stromdichte verwendet wird. Das Material der Leit-
bahn 52 ist im Ausfiihrungsbeispiel Kupfer alternativ eine
Kupferlegierung, die mit einer Schichtdicke im Bereich von
bspw. fiinf bis zwanzig Mikrometern abgeschieden wird. Im
Ausfiihrungsbeispiel hat die Leitbahn 52 eine Schichtdicke wvon

zwanzig Mikrometern.

Figur 1B zeigt, dass nach dem Abscheiden der Kupferleitbahn
52 die Resistschicht 26 wieder entfernt wird, so dass die
Kupferleitbahn 52 frei liegt. Nasschemisch oder trockenche-
misch werden anschlieBend die freiliegenden Bereiche der
Kupferschicht 24 von der Barriereschicht 22 entfernt, wobei
zwischen der Leitbahn 52 und der Barriereschicht 22 ein Kup-
ferbereich 24a entsteht.

Nach dem Entfernen der freiliegenden Bereiche der Kupfer-
schicht 24 wird ein selektives Galvanisieren durchgefiihrt,
bei dem die ganzfldchige Barriereschicht 22 vorzugsweise am
Waferrandbereich mit einem Minuspol einer Spannungsquelle
verbunden wird. Das Substrat 12 wir in ein Elektrolytbad
getaucht, bspw. in ein sauren Bad, z.B. MSA (methane sulpho-
nic acid). Im Elektrolytbad befindet sich beispielsweise im
Abstand von weniger als 10 Zentimetern, =z.B. im Abstand von
finf Zentimetern eine Anodenplatte aus Zinn. Das Galvanisie-
ren wird bspw. bei einer Badtemperatur von 25 Grad Celsius
durchgefiihrt. Die Galvanisierungsspannung muss empirisch
ermittelt werden und hdangt bspw. ab von:

- der Leitfdhigkeit des Bades, die z. B. von der Ionen- bzw.
Anionenkonzentrationen bestimmt wird,

-~ den oben genannten Uberspannungen,

- der Temperatur.
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Bei Versuchen zur Abscheidung von Zinn auf Kupfer wurden
Galvanisierungsspannungen im Bereich von 0,5 bis 1,5 Volt

gewdhlt.

Beim selektiven Galvanisieren wird bspw. eine 1&tfihige Pas-
sivierungsschicht 54 aus Zinn oder einer Zinnlegierung mit
gleichmdfBiger Schichtdicke nur an der Kupferleitbahn 52 und
nicht auf der Barriereschicht 22 abgeschieden. Die Dicke der
Passivierungsschicht 54 liegt bspw. zwischen 10 Nanometern
und drei Mikrometern. Die Passivierungsschicht 54 passiviert

die Kupferleitbahn 52 insbesondere gegen Oxidation.

Danach wird die Barriereschicht 22 in Bereichen 56 entfernt,
die nicht von der Passivierungsschicht 54 und damit nicht wvon
der Leitbahn 52 bzw. dem Kupferbereich 24a bedeckt sind.
Dabei wird bspw. nasschemisch oder trockenchemisch gedtzt. Es
entsteht aus der Barriereschicht 22 ein Barriereschichtbe-
reich 22a zwischen dem Kupferbereich 24a und dem Anschlusspad
16. Der Barriereschichtbereich 22a ragt lateral iiber die
Aussparung 20, den Kupferschichtbereich 24a und iber die
Leitbahn 52 hinaus. In Normalenrichtung des Substrats 12
betrachtet liegt ein Vorsprung 58 des Barriereschichtberei-
ches 24a zwischen dem am ndchsten zum Substrat 12 angeordne-
ten Bereich der Passivierungsschicht 54 und der Passivie-
rungsschicht 18 bzw. dem Substrat 12. Der Vorsprung 58 lauft
um die gesamte Leitbahn 52 herum, in einer Ebene, die paral-
lel zum Substrat 12 liegt.

Mit Hinblick auf das Entfernen der Kupferschicht 24 und der
Barriereschicht 22 werden méglichst kleine Schichtdicken fiir
die Kupferschicht 24 und fiir die Barriereschicht 22 gewdhlt,
ohne jedoch deren eigentliche Stromzufihrfunktion bzw. Bar-

rierefunktion zu stark zu beeintrichtigen.

Zusammenfassend ldsst sich feststellen, dass nach der galva-
nischen Kupferabscheidung der Kupferstrukturen die Masken-

bzw. Resistschicht entfernt wird. Danach wird eine gegebenen-
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falls vorhandene Seedlayer entfernt. Optional werden Reini-
gungsverfahren bzw. Verfahrensschritte zur Vorbereitung der
Abscheidung ausgefiihrt. Unmittelbar danach werden die Kupfer-
strukturen mit einem geeigneten Material wie Zinn (Sn), Sil-
ber (Ag), Gold (Au) oder &hnlichen Materialien unter geeigne-

ten Prozessbedingungen selektiv beschichtet.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Abscheiden,

mit den Schritten:

Ausbilden eines bei einem selektiven Abscheiden mit einem
Abscheidematerial (54) nicht zu beschichtenden Materials (22)
an einem Substrat (12, 16, 18),

Ausbilden eines bei dem selektiven Abscheiden mit dem Ab-
scheidematerial (54) zu beschichtenden Materials (52) an dem
Substrat (12),

wobei sowohl das nicht zu beschichtende Material (22) als
auch das zu beschichtende Material (52) elektrisch leitfdhig
sind,

Durchfilhren eines selektiven galvanischen Verfahrens, bei dem
das nicht zu beschichtende Material (22) und das 2zu beschich-
tende Material (52) einer Elektrolytldésung ausgesetzt werden,
bei dem das nicht zu beschichtende Material (22) und das zu
beschichtende Material (52) als Kathode geschaltet werden,
bei dem , als Abscheidematerial ein Material verwendet wird,
das kein Kupfer enthdlt oder dessen Kupferanteil kleiner als
finf Atomprozent ist,

und bei dem zwischen einer Anode und der Kathode eine Ab-
scheidespannung mit einem Wert angelegt wird, dex eine Ab-
scheidung des Abscheildematerials (54) auf dem zu beschichten-
den Material bewirkt,

und wobei als nicht zu beschichtendes Material (22) mindes-—
tens ein Material gewdhlt wird, auf dem bei der angelegten
Abscheidespannung und der gewdahlten Elektrolytldésung kein
Abscheidematerial (54) oder keine geschlossene Schicht des
Abscheidematerials (54) oder nur eine Schicht mit einer
Schichtdicke abgeschieden wird, die kleiner als 20 Prozent
der Schichtdicke der auf dem zu beschichtenden Material (52)
abgeschiedenen Schicht aus Abscheidematerial (54) ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn -
zeichnet, dass das nicht zu beschichtende Material

(52) den Galvanisierungsstrom fithrt,
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und/oder dass als Anode eine Elektrode geschaltet wird, die
das Abscheidematerial (54) enthdlt oder aus dem Abscheidema-
terial besteht, oder dass als Anode eine inerte Elektrode
geschaltet wird, wobel das Abscheidematerial als Salz oder

als Salzldésung der Elektrolytlésung zugesetzt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zu beschichtende Material
(52) nach dem Ausbilden des nicht zu beschichtenden Materials

(22) ausgebildet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, g e -
kennzeichnet durch die Schritte:

Ausbilden des zu beschichtenden Materials (52) unter Verwen-
dung einer Maske (28) mit einer strukturierten galvanischen
Abscheidung,

Entfernen der Maske (28) nach dem Ausbilden des zu beschich-
tenden Materials (52) und vor dem Durchfiihren des selektiven

galvanischen Verfahrens.

5. Verfahren nach Anspruch 4, gekennzeichnet
durch die Schritte:

Ausbilden einer ganzflédchigen elektrisch leitfidhigen Wachs-
tumskeimbildungsschicht (24), die insbesondere aus Kupfer
besteht oder mindestens vierzig Atomprozent Kupfer enthilt,
nach dem Ausbilden des nicht zu beschichtenden Materials (22)
und vor dem Ausbilden des zu beschichtenden Materials (52),
Entfernen der Wachstumskeimbildungsschicht (22) in Bereichen,
die nicht von dem zu beschichtenden Material (52) bedeckt
sind, nach dem Entfernen der Maske (28), wobei das nicht zu
beschichtende Material (22) freigelegt wird.

6. Verfahren nach Anspruch einem der vorhergehenden Ansprii-
che, gekennzeichnet durch die Schritte:

Ausbilden einer weiteren nicht zu beschichtenden Material-
schicht nach dem Ausbilden des zu beschichtenden Materials
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(52) und des nicht zu beschichtenden Materials (22), vorzugs-

welse mit einem galvanischen Verfahren.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da -
durch gekennzeichnet, dass mindestens eines
der folgenden Merkmale gegeben ist:

als Abscheidematerial (54) wird ein das zu beschichtende
Material (52) chemisch passivierendes Material gewahlt,,

als Abscheidematerial (54) wird ein leicht bondbares Material
gewahlt,

als Abscheidematerial wird ein anderes Material verwendet als
das zu beschichtende Material,

als zu beschichtende Material (52) wird Kupfer oder eine
mindestens vierzig Atomprozent Kupfer enthaltende Kupferle-
gierung oder Gold oder eine mindestens vierzig Atompr-ozent
Gold enthaltende Goldlegierung oder Palladium oder eine min-
destens vierzig Atomprozent Palladium enthaltende Pal ladium-
legierung oder Silber oder eine mindestens vierzig Atompro-—
zent enthaltende Silberlegierung gewdhlt,

das zu beschichtende Material bildet einen Vorsprung, der
Uber das nicht zu beschichtende Material hinausragt, oder das
zu beschichtende Material ist bezogen auf das nicht zu be-
schichtende Material planar oder um hdéchstens 200 Nanometer
zuriickgesetzt, wobeil das zu beschichtende Material vorzugs-—

weise chemisch mechanisch poliert wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, d a -
durch gekennzeichnet, dass das nicht zu be-
schichtenden Material (22) aus Tantal oder aus Tantalnitrid
besteht oder mindestens vierzig Atomprozent Tantal enthilt,
oder dass das nicht zu beschichtende Material (22) aus Wolf-
ram oder Wolframtitan besteht oder mindestens vierzig Prozent
Wolfram enthdlt.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da -
durch gekennzeichnet, dass das Abschei demate-
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rial (54) Zinn ist oder mindestens vierzig Atomprozent Zinn
enthalt,

oder dass das Abscheidematerial (54) Silber ist oder mindes-
tens vierzig Atomprozent Silber enthalt,

oder dass das Abscheidematerial (54) Gold ist oder mindestens
vierzig Atomprozent Gold enthdlt,

oder dass das Abscheidematerial (54) Nickel oder Nickelphos-
phor ist oder mindestens vierzig Atomprozent Nickel enthilt,
oder dass das Abscheidematerial (54) Palladium ist oder min-

destens vierzig Atomprozent Palladium enthdlt.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, d a -
durch gekennzeichnet, dass nach dem selekti-
ven galvanischen Abscheiden des Abscheidematerials (54) min-
destens ein weiteres selektives galvanisches Abscheideverfah-

ren mit einem anderen Abscheidematerial durchgefiihrt wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, d a -
durch gekennzeilchnet, dass als nicht zu be-
schichtendes Material (22) ein Material gewdhlt wird, an dem
sich das Abscheidematerial (54) bei der gewdhlten Elektrolyt-
16sung erst bei einer solchen Abscheidespannung als geschlos-
sene Schicht abscheiden wiirde, die die angelegte Galvanisie-
rungsspannung um mehr als 100 Millivolt oder um mehr als 200

Millivolt iiberschreitet, insbesondere betragsmdfig.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da -
durch gekennzeichnet, dass die Elektrolytlso-
sung aus einer sauren LOsung oder aus einer basischen Ldsung
besteht, insbesondere aus einer abgesehen von der Base oder
der S&dure zusatzstofffreien Ldsung,

oder dass die Elektrolytldsung Zusitze enthdlt, die insbeson-
dere mindestens eine der folgenden Eigenschaften beeinflus-
sen:

die Oberflidchenrauheit des abgeschiedenen Materials (54),

die Geschwindigkeit der Abscheidung,
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die Unterdriickung der Abscheidung an Feldspitzen an dem nicht

zu beschichtenden Material (22).

13. Integrierte Schaltungsanordnung (10),

die in der folgenden Reihenfolge mit zunehmenden Abstand von
einem Substrat (12) enthdlt:

eine elektrisch leitfdhige Leitbahn oder Anschlussplatte
(16),

eine elektrisch leitfdhige Grundschicht (22a),

eine Leitbahn (52),

und mit einer die Leitbahn (52) an mindestens einer Seiten-
flache bedeckenden elektrisch leitfihigen Hilfsschicht (54)
aus einem anderen Material als die ILeitbahn (52) und die
Grundschicht (22),

wobei die Grundschicht (22a) iiber die Seitenfliche hinaus-

ragt.

14. Schaltungsanordnung (10) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Vorsprung (58) der
Grundschicht (22a) um mindestens zehn Nanometer oder um min-
destens filinfzig Nanometer iiber die Seitenfliche hinausragt,
und/oder dass der Vorsprung um die Dicke der abgeschiedenen
Schicht iiber die Seitenfldche hinausragt,

und/oder dass die Hilfsschicht (54) an der am weitesten vom
Substrat entfernten Seite des Vorsprungs (58) der Grund-

schicht (22a) auf StoB angeordnet ist.

15. Schaltungsanordnung (10) nach Anspruch 13 oder 14, ge -
kennzeichnet durch eine elektrisch isolierende
Isolierschicht (18) mit mindestens einer Aussparung (20) in
der zumindest ein Teil der Grundschicht (22a) angeordnet ist,
wobel vorzugsweise auch ein Teil der Leitbahn (52) in der

Aussparung (22) angeordnet ist.

16. Schaltungsanordnung (10) nach einem der Anspriiche 13 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Schal-

tungsanordnung (10) mit einem Verfahren nach einem der An-
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spriiche 1 bis 12 hergestellt worden ist.
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KLASSIFIZIERUNG DE! él\génELDUNGSGEGENSTAN DES

KT CROTL2]

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

IPK 7 HOLL

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und Kiassifikationssymbole )

Recherchieite aber nicht zum Mindestprifstoff gehtrende Verdifentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

EPO—Internal

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategone® | Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erfordetlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X EP 1 003 209 Al (SHINKO ELECTRIC 1-5,
INDUSTRIES CO. LTD) 7-11,
24. Mai 2000 (2000-05-24) 13-16
Y das ganze Dokument 12
X US 3 926 747 A (NEWBY ET AL) 1-3
16. Dezember 1975 (1975-12-16)
das ganze Dokument
X US 5 151 168 A (GILTON ET AL) 1-4
29. September 1992 (1992-09-29)
Y das ganze Dokument 12
X US 3 809 625 A (BROWN R,US ET AL) 1-3,7,9,
7. Mai 1974 (1974-05-07) 10
das ganze Dokument

Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu
eninehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veréffentlichungen

*A* Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" &lteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen
Anmeldedatum veréffentlicht worden ist

*L* Verdifentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er-
scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Veréffentlichung belegt werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefiihrt)

"0* Veréffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBhahmen bezieht

*P* Verdéffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist

*T* Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht koliidiert, sondern nur zum Verstandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

*X* Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veréffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tétigkeit beruhend betrachtet werden

*Y* Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Téatigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

*&* Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschiusses der internationalen Recherche

14. Februar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

22/02/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmé&chtigter Bediensteter

Boetticher, H

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)
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Feld I Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1

Gemaf Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden fiir bestimmte Anspriiche kein Recherchenberichit erstellt:

1. D Ansprliche Nr.
weil sie sich auf Gegensténde beziehen, zu deren Recherche die Behdrde nicht verpflichtet ist, namlich

2. Anspriiche Nr. 2,5-9,12,14

well sie sich auf Telle der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daB eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefiihrt werden kann, namlich

siehe BEIBLATT PCT/ISA/210

3. D Anspriiche Nr.
weil es sich dabei um abhéngige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind.

Feld Il Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehérde hat festgestelit, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthélt:

1. l:l Da der Anmelder alle erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren rechizeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

. I:l Da fiir alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeftihrt werden konnte, der eine
zusitzliche Recherchengebiihr gerechtfertigt hatte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung einer solchen Gebiihr aufgefordert.

3. D Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusétzlichen Recherchengebihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fur die Geblhren entrichtet worden sind, namilich auf die
Anspriiche Nr.

4, I::I Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher—
chenbericht beschrénkt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwéhnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspriichen er—
faBt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs [:I Die zusétzlichen Gebiihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit.

D Die Zahlung zusétzlicher Recherchengebtihren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (Januar 2004)
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WEITERE ANGAB EN PCTASA/ 210

Fortsetzung von Feld II.2
Anspriiche Nr.: 2,5-9,12,14

Die nicht recherchierten Anspriiche sind nicht knapp gefasst oder unklar.

Unter "nicht knapp gefasst” ist zu verstehen, dass ein Anspruch zu viele
Alternativen enthdlt, die oft nicht miteinander verbunden sind. Als
Beispiel Anspruch 2: (i) das zu beschichtende Material soll den
Galvanisierungsstrom fiihren; (ii) und/oder die Anode enthdlt
Abscheidematerial oder besteht daraus oder ist inert: Es gibt also 3
Alternativen flr die Ausgestaltung der Anode, und davon technisch
unabhingig die Fiihrung des Galvanisierungsstromes, die wegen "und/oder"”
verknlipft sein kann, aber nicht verkniipft sein muss. Dass im
Recherchenbericht dennoch ein Dokument gegen Anspruch 2 zitiert wird,
liegt daran, dass das Dokument eines der sieben in Anspruch 2
beanspruchten alternativen Merkmale offenbart.

Es sei darauf hingewiesen, dass alle Merkmale von Anspruch 1 das
Dokument EP 1 003 209 Al zeigt, so dass zusdtzliche Recherchengebiihren
gefordert werden konnten. Aber wenn mehrere zusatzliche
Recherchengebiihren fiir ein und den selben Anspruch ndétig werden, ist ein
solcher Anspruch nicht mehr ausreichend knapp gefasst, und es ist
besser, knapper gefasste Anspriiche in der regionalen Phase recherchieren
Zu lassen.

Hinsichtlich Anspruch 6 gibt es kein stitzendes Beispiel, und der
Anspruch an sich ist so vage, dass er die bei einer
Mehrlagenmetallisierung auftretenden Schritte umfasst. Das macht seinen
Gegenstand auch ohne Dokument angreifbar, was gegen die Geblhr fir eine
zusatzliche Recherche spricht.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentanspriiche auf
Erfindungen, flir die kein internationaler Recherchenbericht erstellt
wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorlaufigen
Priifung sein konnen (Regel 66.1(e) PCT).In seiner Eigenschaft als mit,
der internationalen vorladufigen Priifung beauftragte Behdrde wird das EPA
also in der Regel keine vorlaufige Priifung fiir Gegenstande durchfihren,
zu denen keine Recherche vorliegt.Dies gilt auch fiir den Fall, dass die
Patentanspriiche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes
gedndert wurden (Art. 19 PCT), oder fiir den Fall, dass der Anmelder im
Zuge des Verfahrens gemdss Kapitel II PCT neue Patentanpriiche
vorlegt.Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im
Zuge der Prifung eine weitere Recherche durchgefiihrt werden (Vgl.
EPA-Richtlinien C-VI, 8.5), sollten die Mangel behoben sein, die zu der
Erklarung gemdss Art. 17 (2) PCT gefiihrt haben.
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